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Abstract (en)
[origin: WO8606104A1] Method for depositing on a substrate at least one layer of a homogeneous compound, particularly binary, of elements of
families III and V or II and VI, particularly Ga and As. The substrate (4) is arranged facing a negatively polarised electrode (2) in a vacuum chamber
(1a) wherein the total pressure is comprised between 10?-2 and 10?3 pascals. The electrode is coated with one of the elements of the compound to
be deposited, particularly pure gallium, and a gas mixture comprised of a neutral gas and at least a reactive gas containing the other element of the
compound, particularly arsenic in arsenic hydrate form is supplied into the vacuum chamber. The partial pressure of the reactive gas is selected so
as to be weak with respect to the partial pressure of the neutral gas, the ratio of said pressures being comprised between 10?-5 and 3x10?-1.

Abstract (fr)
Un procédé de dépôt sur un substrat d'au moins une couche d'un composé homogène, notamment binaire, d'éléments des familles III et V ou II et
VI, en particulier Ga et As. Le substrat (4) est disposé en regard d'une électrode (2) polarisée négativement dans une chambre à vide (1a) dans
laquelle la pression totale est comprise entre 10-2 et 103 pascals. L'électrode est revêtue d'un des éléments du composé à déposer, notamment
gallium pur, et on admet dans la chambre à vide un mélange de gaz composé d'un gaz neutre et d'au moins un gaz réactif contenant l'autre élément
du composé en particulier arsenic sous forme d'hydrure d'arsenic. La pression partielle du gaz réactif est choisie faible par rapport à la pression
partielle du gaz neutre, le rapport de ces pressions étant compris entre 10-5 et 3.10-1.
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